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(57)【要約】
【課題】液晶の表示品位と駆動ＩＣの低コスト化は互い
に相反する側面を有するため、低コストの中耐圧ＩＣを
用いる場合、液晶へ印加できる最大電圧が高くなるよう
に最適化する必要がある。
【解決手段】データ線２０２に所望の電位を書き込むた
めのスイッチ回路はｎチャネル型トランジスタとｐチャ
ネル型トランジスタとにより構成され、共通電位は一定
期間で反転するように駆動されて、共通電位に応じてス
イッチ回路を構成するｎチャネル型トランジスタもしく
はｐチャネル型トランジスタのいずれか一方を選択して
データ線２０２に所望の電位を書き込む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、
　データ線と、
　共通電位を供給するための共通電位配線と、
　前記データ線に所望の電位を書き込むためのスイッチ回路と、を有してなるアクティブ
マトリクス装置であって、
　前記スイッチ回路はｎチャネル型トランジスタとｐチャネル型トランジスタとにより構
成され、
　前記共通電位は一定期間で反転するように駆動されて、当該共通電位に応じて前記スイ
ッチ回路を構成する前記ｎチャネル型トランジスタもしくは前記ｐチャネル型トランジス
タのいずれか一方を選択して前記データ線に所望の電位を書き込む駆動回路を有すること
を特徴とするアクティブマトリクス装置。
【請求項２】
　前記基板上に昇圧回路を内蔵してなり、
　外部から前記アクティブマトリクス装置に供給される電源及び信号の最大電位と最小電
位との差は６Ｖ未満であることを特徴とする請求項１に記載のアクティブマトリクス装置
。
【請求項３】
　前記スイッチ回路を構成する前記ｎチャネル型トランジスタもしくは前記ｐチャネル型
トランジスタの少なくともいずれか一方は、ボトムゲート型構造であるか又はＧＯＬＤＤ
（Gate Overlapped Lightly Doped Drain）構造であることを特徴とする請求項１又は２
に記載のアクティブマトリクス装置。
【請求項４】
　前記スイッチ回路を構成する前記ｎチャネル型トランジスタもしくは前記ｐチャネル型
トランジスタの少なくともいずれか一方のゲート電極と前記データ線との間に容量を有し
てなることを特徴とする請求項１又は２に記載のアクティブマトリクス装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載のアクティブマトリクス装置を備えることを特徴
とする液晶表示装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の液晶表示装置を備えることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクティブマトリクス装置、当該アクティブマトリクス装置を備える液晶表
示装置、及び当該液晶表示装置を備える電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、低温ポリシリコン薄膜形成技術を用いてガラス基板上に薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）による駆動回路を形成する、いわゆる駆動回路内蔵型液晶表示装置において、ガラス
基板上に電源回路（昇圧回路あるいはＤＣＤＣコンバータ等）を形成することで、外付け
駆動ＩＣのコストを低減した表示装置が普及しつつある（例えば以下の特許文献１）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１８３７０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　いわゆる中耐圧プロセスで製造された安価な中耐圧駆動ＩＣを用いてＬＣＤを駆動する
場合、駆動ＩＣから出力される電源あるいは信号の最大電位差は、駆動ＩＣの耐圧条件に
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より、せいぜい６Ｖ程度、ｔｙｐ条件で５Ｖ程度までとなる。ガラス基板上に上記したよ
うな電源回路を形成することにより、十分な電位をパネル内の駆動回路に供給して駆動回
路を動作させることが可能となる。
　しかし一方で、この駆動ＩＣ内で生成できる電源は５Ｖ～６Ｖ程度であることから、精
度よくアナログ出力できる電位の幅は４．５Ｖ～５．５Ｖ程度になってしまう。すなわち
、ＬＣＤのコモン電源電位及びデータ線への書き込み電位は、せいぜい振幅が４．５Ｖ～
５．５Ｖ程度となる。
  一般に液晶へ印加できる最大電位が高ければ高いほど、高速応答・高コントラスト・高
信頼性に向く。従って、表示品位という面からみると液晶へ印加できる最大電位は少しで
も高い方がよい。このように、液晶の表示品位と駆動ＩＣの低コスト化は互いに相反する
側面を有するため、安価な中耐圧駆動ＩＣを用いる場合、液晶へ印加できる最大電圧が高
くなるように最適化する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００６】
　［適用例１］
  基板上に、データ線と、共通電位を供給するための共通電位配線と、前記データ線に所
望の電位を書き込むためのスイッチ回路と、を有してなるアクティブマトリクス装置であ
って、前記スイッチ回路はｎチャネル型トランジスタとｐチャネル型トランジスタとによ
り構成され、前記共通電位は一定期間で反転するように駆動されて、当該共通電位に応じ
て前記スイッチ回路を構成する前記ｎチャネル型トランジスタもしくは前記ｐチャネル型
トランジスタのいずれか一方を選択して前記データ線に所望の電位を書き込む駆動回路を
有することを特徴とするアクティブマトリクス装置。
【０００７】
　上記したアクティブマトリクス装置によれば、データ線に電位を書き込むためのスイッ
チ回路は、極性が逆となる２つのトランジスタにより構成されている。これにより、一定
期間で反転する共通電位に応じて、データ線に書き込むトランジスタ極性を変えることで
、より高い電圧を液晶素子に印加できる。この結果、中耐圧プロセスで製造された安価な
中耐圧駆動ＩＣを用いた場合に、液晶素子の最大印加電圧を高くすることで表示品位や信
頼性の低下を防止できる。
【０００８】
　［適用例２］
  前記基板上に昇圧回路を内蔵してなり、外部から前記アクティブマトリクス装置に供給
される電源及び信号の最大電位と最小電位との差は６Ｖ未満であることを特徴とする上記
アクティブマトリクス装置。
【０００９】
　上記したアクティブマトリクス装置によれば、アクティブマトリクス基板装置上の駆動
回路に供給する電位を基板上の昇圧回路から供給でき、アクティブマトリクス基板装置に
接続する全ての構成部品を中耐圧プロセスのＩＣで構成できることから、さらにコストを
低減することができる。
【００１０】
　［適用例３］
　前記スイッチ回路を構成する前記ｎチャネル型トランジスタもしくは前記ｐチャネル型
トランジスタの少なくともいずれか一方は、ボトムゲート型構造であるか又はＧＯＬＤＤ
（Gate Overlapped Lightly Doped Drain）構造であることを特徴とする上記アクティブ
マトリクス装置。
【００１１】
　［適用例４］



(4) JP 2009-145797 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

　前記スイッチ回路を構成する前記ｎチャネル型トランジスタもしくは前記ｐチャネル型
トランジスタの少なくともいずれか一方のゲート電極と前記データ線との間に容量を有し
てなることを特徴とする上記アクティブマトリクス装置。
【００１２】
　［適用例５］
  上記に記載のアクティブマトリクス装置を備えることを特徴とする液晶表示装置。
【００１３】
　上記した液晶表示装置によれば、高速応答・高コントラスト・高信頼性を実現した高品
位な表示装置を安価に提供することができる。
  ［適用例６］
  上記に記載の液晶表示装置を備えることを特徴とする電子機器。
【００１４】
　上記した電子機器によれば、高品位な表示装置を搭載した電子機器を安価に提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本実施形態に係るアクティブマトリクス装置を備えた液晶表示装置について図面
に基づいて説明する。
【００１６】
　図１は本実施形態に係る液晶表示装置９１０の斜視構成図（一部断面図）である。液晶
表示装置９１０は、アクティブマトリクス装置としてのアクティブマトリクス基板１０１
と対向基板９１２とをシール材９２３により一定の間隔で貼り合わせ、ネマティック相液
晶材料９２２を挟持してなる。アクティブマトリクス基板１０１上には、図示しないが、
ポリイミドなどからなる配向材料が塗布されラビング処理されて配向膜が形成されている
。
  また、対向基板９１２は、図示しないが、画素に対応したカラーフィルタと、光抜けを
防止してコントラストを向上させるための低反射・低透過率樹脂よりなるブラックマトリ
クスと、アクティブマトリクス基板１０１上の対向導通部３３０（図２参照）と短絡され
るＩＴＯ膜でなる対向電極９３０（図３参照）とが形成される。ネマティック相液晶材料
９２２と接触する面には、ポリイミドなどからなる配向材料が塗布され、アクティブマト
リクス基板１０１の配向膜ラビング処理方向と直交する方向にラビング処理されている。
【００１７】
　さらに対向基板９１２の外側には、上偏光板９２４を、アクティブマトリクス基板１０
１の外側には、下偏光板９２５を各々配置し、互いの偏光方向が直交するよう（クロスニ
コル状）に配置する。さらに下偏光板９２５下には、バックライトユニット９２６と導光
板９２７が配置され、バックライトユニット９２６から導光板９２７に向かって光が照射
され、導光板９２７はバックライトユニット９２６からの光をアクティブマトリクス基板
１０１に向かって垂直かつ均一な面光源となるように光を反射屈折させることで液晶表示
装置９１０の光源として機能する。バックライトユニット９２６は、本実施形態ではＬＥ
Ｄユニットであるが、冷陰極間（ＣＣＦＬ）であってもよい。バックライトユニット９２
６はコネクタ９２９を通じて電子機器本体の外部電源回路７８４（図４参照）に接続され
、電源を供給される。
  また、さらに必要に応じて、液晶表示装置９１０の周囲を外殻で覆ってもよいし、ある
いは上偏光板９２４のさらに上に保護用のガラスやアクリル板を取り付けてもよいし、視
野角改善のため光学補償フィルムを貼ってもよい。
【００１８】
　また、アクティブマトリクス基板１０１は、対向基板９１２から張り出す張出し部９１
３が設けられ、その張出し部９１３にある信号入力端子３２０（図２参照）には、ＦＰＣ
（可撓性基板）９２８及び駆動ＩＣ９２１が実装され電気的に接続されている。また駆動
ＩＣ９２１はアクティブマトリクス基板１０１の駆動に必要な信号と電源を供給し、ＦＰ
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Ｃ９２８は電子機器本体に接続され、外部電源回路７８４及び映像処理回路７８０（図４
参照）から必要な信号と電源を駆動ＩＣ９２１及びアクティブマトリクス基板１０１に供
給する。なお、本実施形態では、張出し部９１３に駆動ＩＣ９２１を実装するＣＯＧ（Ch
ip On Glass）実装としたが、張出し部９１３にはＦＰＣ９２８のみを実装し、駆動ＩＣ
９２１はＦＰＣ９２８に実装するＣＯＦ（Chip On Film）実装としてもよいし、ＦＰＣ９
２８に接続した基板上に実装するＣＯＢ（Chip On Board）実装としてもよい。ここで駆
動ＩＣ９２１はいわゆる中耐圧プロセスを用いて製造された比較的安価なＩＣであり、そ
の最大耐圧は６Ｖ程度である。
【００１９】
　図２はアクティブマトリクス基板１０１の構成図である。アクティブマトリクス基板１
０１上には４８０本の走査線２０１－１～４８０と１９２０本のデータ線２０２－１～１
９２０が直交して形成されており、４８０本の容量線２０３－１～４８０は走査線２０１
－１～４８０と並行に配置されている。容量線２０３－１～４８０は相互に短絡され、共
通電位配線３３５と接続され、さらに対向導通部３３０と接続されて信号入力端子３２０
より共通電位（ＣＯＭ）を与えられる。本実施形態では、いわゆる共通電位反転駆動を用
いるので、共通電位（ＣＯＭ）は一定期間で反転する反転信号となる。走査線２０１－１
～４８０は走査線駆動回路３０１に接続され、またデータ線２０２－１～１９２０はデー
タ線駆動回路３０２に接続され、それぞれ適切に駆動される。
  電源回路３０４は、いわゆる昇圧回路あるいはＤＣＤＣコンバータであって、外部から
供給される比較的低電位の電源と信号から比較的高電位の電源を発生させ、走査線駆動回
路３０１、データ線駆動回路３０２、レベルシフト回路３０５に電源を供給する。
【００２０】
　また、レベルシフト回路３０５は駆動ＩＣ９２１（図１参照）、外部電源回路７８４（
図４参照）、映像処理回路７８０（図４参照）のいずれかから信号入力端子３２０を介し
て入力された信号の電位振幅（例えば５Ｖ振幅）を増幅して走査線駆動回路３０１及びデ
ータ線駆動回路３０２に相対的に高い振幅（例えば１４Ｖ振幅）の電気信号を供給する。
  信号入力端子３２０は張出し部９１３上に配置され、駆動ＩＣ９２１もしくはＦＰＣ（
可撓性基板）９２８に接続されて信号または電源電位を供給される。走査線駆動回路３０
１、データ線駆動回路３０２、電源回路３０４、レベルシフト回路３０５はアクティブマ
トリクス基板１０１上にポリシリコン薄膜トランジスタを集積することで形成されており
、後述する画素スイッチング素子４０１－ｎ－ｍと同一工程で製造される、いわゆる駆動
回路内蔵型の液晶表示装置となっている。なお、図２における破線の矩形領域は表示領域
３１０を示している。
【００２１】
　図３は表示領域３１０におけるｍ番目のデータ線２０２－ｍとｎ番目の走査線２０１－
ｎの交差部付近の回路図である。走査線２０１－ｎとデータ線２０２－ｍの各交点にはｎ
チャネル型電界効果ポリシリコン薄膜トランジスタよりなる画素スイッチング素子４０１
－ｎ－ｍが形成されており、そのゲート電極は走査線２０１－ｎに、ソース・ドレイン電
極はそれぞれデータ線２０２－ｍと画素電極４０２－ｎ－ｍに接続されている。画素電極
４０２－ｎ－ｍ及び同一電位に短絡される電極は容量線２０３－ｎと補助容量コンデンサ
４０３－ｎ－ｍを形成し、また液晶表示装置として組み立てられた際には液晶素子をはさ
んで対向電極９３０とやはりコンデンサを形成する。
【００２２】
　図４は本実施形態での電子機器の具体的な構成を示すブロック図である。液晶表示装置
９１０は図１で説明した液晶表示装置であって、外部電源回路７８４、映像処理回路７８
０がＦＰＣ９２８及びコネクタ９２９を通じて必要な信号と電源を液晶表示装置９１０に
供給する。中央演算回路７８１は外部Ｉ／Ｆ回路７８２を介して入出力機器７８３からの
入力データを取得する。ここで入出力機器７８３とは、例えば、キーボード、マウス、ト
ラックボール、ＬＥＤ、スピーカー、アンテナなどである。中央演算回路７８１は外部か
らのデータをもとに各種演算処理を行ない、結果をコマンドとして映像処理回路７８０あ
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るいは外部Ｉ／Ｆ回路７８２へ転送する。映像処理回路７８０は中央演算回路７８１から
のコマンドに基づき映像情報を更新し、液晶表示装置９１０への信号を変更することで、
液晶表示装置９１０の表示映像が変化する。ここで電子機器とは具体的には、例えば、モ
ニター、ＴＶ、ノートパソコン、ＰＤＡ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯電話、携
帯フォトビューワー、携帯ビデオプレイヤー、携帯ＤＶＤプレイヤー、携帯オーディオプ
レイヤーなどである。
【００２３】
　図５は本実施形態における走査線駆動回路３０１の回路図である。走査線駆動回路３０
１は４８０個の単位走査線駆動回路４１０－１～４８０を直列に並べてなり、単位走査線
駆動回路４１０－ｎは走査線２０１－ｎに接続される（ｎ＝１～４８０）。例えば単位走
査線駆動回路４１０－１は、インバーター回路４２１とインバーター回路４２２を備え、
その入力端子と出力端子が相互接続されてラッチ回路（SRAM回路）を構成してなり、その
一端すなわちインバーター回路４２１の入力端子及びインバーター回路４２２の出力端子
に接続されるノードＡには、ｎチャネル型トランジスタ４２９とｎチャネル型トランジス
タ４３０とｎチャネル型トランジスタ４３２のドレイン電極とが接続される。またその他
端、すなわちインバーター回路４２２の入力端子及びインバーター回路４２１の出力端子
に接続されるノードＢには、ｎチャネル型トランジスタ４２７とｎチャネル型トランジス
タ４２８のドレイン電極とが接続される。
【００２４】
　ｎチャネル型トランジスタ４２９のソース電極はｎチャネル型トランジスタ４２４のド
レイン電極に、ｎチャネル型トランジスタ４３０のソース電極はｎチャネル型トランジス
タ４２６のドレイン電極に、ｎチャネル型トランジスタ４２７のソース電極はｎチャネル
型トランジスタ４２３のドレイン電極に、ｎチャネル型トランジスタ４２８のソース電極
はｎチャネル型トランジスタ４２５のドレイン電極にそれぞれ接続され、ｎチャネル型ト
ランジスタ４２３とｎチャネル型トランジスタ４２４とｎチャネル型トランジスタ４２５
とｎチャネル型トランジスタ４２６とｎチャネル型トランジスタ４３２との各ソース電極
は、走査線駆動回路３０１の負電源配線に接続される。
  またｎチャネル型トランジスタ４２３とｎチャネル型トランジスタ４２４のゲート電極
はスキャン方向信号ＵＤに、ｎチャネル型トランジスタ４２５とｎチャネル型トランジス
タ４２６のゲート電極は反転スキャン方向信号ＸＵＤにそれぞれ接続される。
【００２５】
　ｎチャネル型トランジスタ４２８とｎチャネル型トランジスタ４２９のゲート電極はそ
れぞれノードＣに、ｎチャネル型トランジスタ４２７とｎチャネル型トランジスタ４３０
のゲート電極はそれぞれノードＤに接続される。またノードＡはＣＭＯＳ伝送ゲート４３
１のｎチャネル型トランジスタゲート電極に、ノードＢはＣＭＯＳ伝送ゲート４３１のｐ
チャネル型トランジスタゲート電極にそれぞれ接続され、ＣＭＯＳ伝送ゲート４３１の一
端はＧＥＮ１信号に、他端はインバーター回路４３４の入力端子に接続される。
  インバーター回路４３４の出力端子はインバーター回路４３５の入力端子に接続され、
インバーター回路４３５の出力端子は走査線２０１－１に接続される。またインバーター
回路４３４の入力端子にはｎチャネル型トランジスタ４３３のドレイン電極も接続され、
ｎチャネル型トランジスタ４３３のゲート電極はノードＢに、ソース電極は走査線駆動回
路３０１の負電源に接続される。
【００２６】
　単位走査線駆動回路４１０－２はＣＭＯＳ伝送ゲート４３１の一端がＧＥＮ１信号では
なく、ＧＥＮ２信号に接続される他は単位走査線駆動回路４１０－１と同様である。また
、単位走査線駆動回路４１０－３，５，９，…，４７９は単位走査線駆動回路４１０－１
と全く同じ構成であり、単位走査線駆動回路４１０－４，６，１０，…，４８０は単位走
査線駆動回路４１０－２と全く同じ構成である。また、各単位走査線駆動回路４１０－２
～４８０のノードＣは走査線２０１－ｎ－１に接続され、単位走査線駆動回路４１０－１
のノードＣはＧＳＰ信号に接続される。各単位走査線駆動回路４１０－１～４７９のノー
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ドＤは走査線２０１－ｎ＋１に接続され、単位走査線駆動回路４１０－４８０のノードＤ
はＧＳＰ信号に接続される。
【００２７】
　ここでスキャン方向信号ＵＤ、反転スキャン方向信号ＸＵＤ、ＧＳＰ信号、ＧＥＮ１信
号、ＧＥＮ２信号はいずれも駆動ＩＣ９２１から０Ｖ／＋５Ｖ信号で供給され、レベルシ
フト回路３０５で－４．５Ｖ／＋９．５Ｖ振幅に増幅されたタイミング信号である。また
、走査線駆動回路３０１の正電源は＋９．５Ｖ、負電源は－４．５Ｖを電源回路３０４よ
り供給される。
  このように回路を構成すると、スキャン方向信号ＵＤ＝Ｈｉｇｈ（＋９．５Ｖ）、反転
スキャン方向信号ＸＵＤ＝Ｌｏｗ（－４．５Ｖ）の時（正方向スキャン時）、各単位走査
線駆動回路４１０－ｎは、前段に接続された走査線２０１－ｎ－１がＨｉｇｈ（＋９．５
Ｖ）になってから、次段に接続された走査線２０１－ｎ＋１がＨｉｇｈ（＋９．５Ｖ）に
なるまでの期間はＧＥＮ１信号もしくはＧＥＮ２信号と同一のタイミングを走査線２０１
－ｎに出力し、それ以外の期間は走査線２０１－ｎにＬｏｗ（－４．５Ｖ）を出力する。
スキャン方向信号ＵＤ＝Ｌｏｗ（－４．５Ｖ）、反転スキャン方向信号ＸＵＤ＝Ｈｉｇｈ
（＋９．５Ｖ）の時（逆方向スキャン時）は次段と前段が逆転する。
【００２８】
　図６はスキャン方向信号ＵＤ＝Ｈｉｇｈ（＋９．５Ｖ）、反転スキャン方向信号ＸＵＤ
＝Ｌｏｗ（－４．５Ｖ）の時（正方向スキャン時）の走査線駆動回路３０１のタイミング
チャートである。ＲＳＴ信号は電源立ち上がり後、最初のスキャンが行なわれる（すなわ
ち最初にＧＳＰ信号がＨｉｇｈになる）前に５０μ秒間Ｈｉｇｈになり、その後は電源立
ち下げまでの間、Ｌｏｗになる。また、ＧＳＰ信号は１６．６６７ｍ秒間隔で２８μ秒間
Ｈｉｇｈになるスタートパルス信号である。ＧＥＮ１信号はＧＳＰ信号がＨｉｇｈになっ
てから３４．６μ秒後に最初にＨｉｇｈになり、パルス幅２８μ秒、周期６９．２μ秒で
２４１回Ｈｉｇｈになるパルス信号である。ＧＥＮ２信号はＧＥＮ１信号と３４．６μ秒
位相がずれるほかは全く同一の信号である。ＣＯＭ（３３５）は共通電位配線（３３５）
に供給される共通電位（ＣＯＭ）であって３４．６μ秒毎に反転する信号であり、１６．
６６７ｍ秒毎に位相が逆になるように設定される。すなわち、走査線２０１－ｎが選択さ
れる毎に共通電位（ＣＯＭ）の極性は反転する。共通電位（ＣＯＭ）の振幅は後述する理
由で０．３Ｖ／４．７Ｖに設定される。
【００２９】
　このような信号を入力して走査線駆動回路３０１を駆動すると、走査線２０１－１、走
査線２０１－２、走査線２０１－３、…、走査線２０１－４８０の順に、３４．６μ秒間
隔で２８μ秒ずつ走査線が順次選択される。図示しないが、スキャン方向信号ＵＤ＝Ｌｏ
ｗ（－４．５Ｖ）、反転スキャン方向信号ＸＵＤ＝Ｈｉｇｈ（＋９．５Ｖ）の時（逆方向
スキャン時）はＧＥＮ１信号とＧＥＮ２信号が逆転するほかは全く同一の信号を入力すれ
ば、走査線２０１－４８０、走査線２０１－４７９、走査線２０１－４７８、…走査線２
０１－１というように逆順で選択されていく。
  なお、本発明における走査線駆動回路は本実施形態の回路構成に限定されるものではな
く、既知のあらゆるシフトレジスタ回路、順次選択回路を用いてもよいことはもちろんで
あるし、アクティブマトリクス基板上に走査線駆動回路を内蔵するのではなく、外部から
走査線を駆動してもよい。
【００３０】
　図７はデータ線駆動回路３０２の回路図であり、１：３のデマルチプレクサ回路構成と
なっている。データ線駆動回路３０２においては、一つのｐチャネル型トランジスタと一
つのｎチャネル型トランジスタとを並列に配置したスイッチ回路となるデータ線スイッチ
４５１－１～１９２０が用いられる。また、１９２０本のデータ線２０２－１～１９２０
に、データ線スイッチ４５１－１～１９２０を構成するｎチャネル型トランジスタ及びｐ
チャネル型トランジスタのドレイン電極が接続される。
　データ線スイッチ４５１－１～３を構成するｎチャネル型トランジスタ及びｐチャネル
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型トランジスタのソース電極はＶＩＤＥＯ１信号に接続され、データ線スイッチ４５１－
４～６を構成するｎチャネル型トランジスタ及びｐチャネル型トランジスタのソース電極
はＶＩＤＥＯ２信号に接続され、以下同様にデータ線スイッチ４５１－（ｎ×３－２）～
（ｎ×３）を構成するｎチャネル型トランジスタ及びｐチャネル型トランジスタのソース
電極はＶＩＤＥＯｎ信号に接続される（ｎ＝１～６４０）。
　またデータ線スイッチ４５１－１，４，７，…１９１８を構成するｐチャネル型トラン
ジスタのゲート電極はＲＥＮＢ１信号に、データ線スイッチ４５１－２，５，８，…１９
１９を構成するｐチャネル型トランジスタのゲート電極はＧＥＮＢ１信号に、データ線ス
イッチ４５１－３，６，９，…１９２０を構成するｐチャネル型トランジスタのゲート電
極はＢＥＮＢ１信号に、データ線スイッチ４５１－１，４，７，…１９１８を構成するｎ
チャネル型トランジスタのゲート電極はＲＥＮＢ２信号に、データ線スイッチ４５１－２
，５，８，…１９１９を構成するｎチャネル型トランジスタのゲート電極はＧＥＮＢ２信
号に、データ線スイッチ４５１－３，６，９，…１９２０を構成するｎチャネル型トラン
ジスタのゲート電極はＢＥＮＢ２信号に、それぞれ接続される。
【００３１】
　図８はデータ線駆動回路３０２の動作を説明するためのタイミングチャートである。Ｒ
ＥＮＢ１信号はＣＯＭ（３３５）で示される共通電位がＬｏｗ（０．３Ｖ）の期間中に走
査線２０１－ｎ（ｎ＝１～４８０）のいずれかのうちの一つがＨｉｇｈ（９．５Ｖ）にな
ると２μ秒後にＬｏｗ（－４．５Ｖ）になり、７μ秒後にＨｉｇｈ（＋９．５Ｖ）に戻る
信号であり、ＣＯＭ（３３５）の電位がＨｉｇｈ（４．７Ｖ）の期間中はＨｉｇｈ（＋９
．５Ｖ）を保持する。ＧＥＮＢ１信号はＲＥＮＢ１信号から９μ秒、ＢＥＮＢ１信号はＲ
ＥＮＢ１信号から１８μ秒、それぞれ位相がずれている他はＲＥＮＢ１信号と同一の信号
である。
　一方、ＲＥＮＢ２信号はＣＯＭ（３３５）の電位がＨｉｇｈ（４．７Ｖ）の期間中に走
査線２０１－ｎ（ｎ＝１～４８０）のうちの一つがＨｉｇｈ（９．５Ｖ）になってから２
μ秒後にＨｉｇｈ（＋９．５Ｖ）になり、７μ秒後にＬｏｗ（－４．５Ｖ）に戻る信号で
あり、ＣＯＭ（３３５）の電位がＬｏｗ（０．３Ｖ）の期間中はＬｏｗ（－４．５Ｖ）を
保持する。ＧＥＮＢ２信号はＲＥＮＢ２信号から９μ秒、ＢＥＮＢ２信号はＲＥＮＢ２信
号から１８μ秒、それぞれ位相がずれている他はＲＥＮＢ２信号と同一の信号である。
　ここでＲＥＮＢ１信号、ＧＥＮＢ１信号、ＢＥＮＢ１信号、ＲＥＮＢ２信号、ＧＥＮＢ
２信号、ＢＥＮＢ２信号はいずれも駆動ＩＣ９２１から０Ｖ／＋５Ｖ信号で供給され、レ
ベルシフト回路３０５で－４．５Ｖ／＋９．５Ｖ振幅に増幅されたタイミング信号である
。
【００３２】
　また図７のＶＩＤＥＯ１信号～６４０信号は駆動ＩＣ９２１から信号入力端子３２０を
介して直接供給されるアナログ電位信号であり、ＲＥＮＢ１信号、ＧＥＮＢ１信号、ＢＥ
ＮＢ１信号、ＲＥＮＢ２信号、ＧＥＮＢ２信号、ＢＥＮＢ２信号に同期したタイミングで
画像に対応した適切な電位が供給される。
　ここでＶＩＤＥＯ１信号～６４０信号と共通電位（ＣＯＭ）は、いずれも駆動ＩＣ９２
１内のアナログアンプ回路から直接供給される。駆動ＩＣ９２１は中耐圧プロセスで製造
されるので、駆動ＩＣ９２１内の回路にかかる電位差は６Ｖ以下でないとブレークダウン
を起こして破壊されてしまう。本実施形態では、駆動ＩＣ９２１内の電源は＋５Ｖ電源と
０Ｖ（ＧＮＤ）電源とする。ＶＩＤＥＯ１信号～６４０信号と共通電位（ＣＯＭ）は、ア
ナログアンプ回路を介して供給され、その電源電圧は＋５Ｖ／０Ｖ電源とすると、十分な
精度・電流供給能力で設定できる電位範囲は＋４．７Ｖ～＋０．３Ｖ程度である。このた
め、液晶に印加する電位振幅を最大にするために本実施形態では、共通電位（ＣＯＭ）は
＋４．７Ｖ／＋０．３Ｖで３４．６μ秒毎に反転する反転信号を駆動ＩＣ９２１から供給
する。
【００３３】
　次にＶＩＤＥＯ１信号～６４０信号に与えられる電位範囲も同様の理由で＋０．３Ｖ～
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＋４．７Ｖとなる。ＲＥＮＢ１信号・ＧＥＮＢ１信号・ＢＥＮＢ１信号・ＲＥＮＢ２信号
・ＧＥＮＢ２信号・ＢＥＮＢ２信号のいずれかがＬｏｗ（－４．５Ｖ）に設定されたタイ
ミングでデータ線スイッチ４５１－１～１９２０を介してデータ線２０２－１～１９２０
にも＋０．３Ｖ～＋４．７Ｖ電位がデータ線に書き込まれるが、データ線スイッチ４５１
－１～１９２０が閉じる（すなわち、ＲＥＮＢ１信号・ＧＥＮＢ１信号・ＢＥＮＢ１信号
・ＲＥＮＢ２信号・ＧＥＮＢ２信号・ＢＥＮＢ２信号が＋９．５Ｖになる）ときにデータ
線スイッチ４５１－１～１９２０のフィードスルー現象でΔＶ２だけ電位が変動し、デー
タ線２０２－１～１９２０に最終的に書き込まれる電位は、＋０．３Ｖ＋ΔＶ２～＋４．
７Ｖ＋ΔＶ２の範囲となる。
【００３４】
　ここでΔＶ２は、データ線スイッチ４５１－１～１９２０を構成するｐチャネル型トラ
ンジスタ及びｎチャネル型トランジスタのゲート電極・ドレイン電極間容量（Ｃｇｄ）や
閾値（Ｖｔｈ）、データ線２０２－ｎの容量（Ｃｄａｔａ）等によって決まる。本実施形
態では共通電位（ＣＯＭ）がＬｏｗ（＋０．３Ｖ）である期間はｐチャネル型トランジス
タによりデータ線に書き込みが行なわれる。このときのデータ線スイッチ４５１－１～１
９２０のフィードスルーによる電位変動量は本実施形態ではΔＶ２＝＋０．３Ｖであった
。一方、ＣＯＭ電位がＨｉｇｈ（＋４．７Ｖ）である期間はｎチャネル型トランジスタに
よりデータ線に書き込みが行なわれ、データ線スイッチ４５１－１～１９２０のフィード
スルーによる電位変動量は本実施形態ではΔＶ２＝－０．３Ｖであった。すなわち、共通
電位（ＣＯＭ）がＬｏｗ（＋０．３Ｖ）である期間とＨｉｇｈ（＋４．７Ｖ）である期間
でΔＶ２の符号が異なる。
【００３５】
　次に、走査線２０１－１～４８０のうちＨｉｇｈ（＋９．５Ｖ）となっている特定の走
査線２０１－ｎにゲート電極が接続されている画素スイッチング素子４０１－ｎ－１～１
９２０はＯＮ状態となっているので、データ線２０２－１～１９２０に書き込まれた＋０
．３Ｖ＋ΔＶ２～＋４．７Ｖ＋ΔＶ２の範囲の電位は画素スイッチング素子４０１－ｎ－
１～１９２０を介して画素電極４０２－ｎ－１～１９２０に書き込まれる。その後、走査
線２０１－ｎがＬｏｗ（－４．５Ｖ）になったタイミングで、画素スイッチング素子４０
１－ｎ－１～１９２０もＯＦＦ状態となるが、この時、やはりフィードスルー現象によっ
てΔＶ１だけ画素電極４０２－ｎ－１～１９２０の電位が変動し、最終的に画素電極４０
２－ｎ－１～１９２０に書き込まれる電位は＋０．３Ｖ＋ΔＶ１＋ΔＶ２～＋４．７Ｖ＋
ΔＶ１＋ΔＶ２となる。
  ここでΔＶ１は、画素スイッチング素子４０１－ｎ－１～１９２０を構成するｎチャネ
ル型トランジスタのゲート電極・ドレイン電極間容量（Ｃｇｄ）や閾値（Ｖｔｈ）、補助
容量コンデンサ４０３－ｎ－ｍの容量（Ｃｓ）、画素電極４０２－ｎ－ｍと対向電極９３
０間の液晶素子容量（Ｃｌｃ）によって決まるが、本実施形態ではΔＶ１＝－０．２Ｖで
あった。
【００３６】
　すなわち、本実施形態においてはＣＯＭ電位がＬｏｗ（＋０．３Ｖ）である期間に画素
電極４０２－ｎ－ｍに最終的に書き込まれる電位は＋０．４～＋４．８Ｖであり、液晶素
子に印加できる最大電位差は４．５Ｖである。一方、ＣＯＭ電位がＨｉｇｈ（＋４．７Ｖ
）である期間に画素電極４０２－ｎ－ｍ書き込まれる電位は－０．２～＋４．２Ｖであり
、液晶素子に印加できる最大電位差は４．９Ｖである。極性によって同じ電位差を印加し
ないと表示中にフリッカーが見えてしまうので、結局、液晶素子に印加できる最大電位差
は４．５Ｖまで設定できる。
　以上のように本実施形態ではＣＯＭ電位極性によりデータ線に書き込むトランジスタ極
性を変えることで、より高い電圧を液晶素子に印加でき、高コントラスト・高速応答・高
信頼性な液晶表示装置を実現できるのである。
【００３７】
　上記から明らかなように、共通電位（ＣＯＭ）がＬｏｗ（＋０．３Ｖ）である期間のΔ



(10) JP 2009-145797 A 2009.7.2

10

20

30

40

Ｖ２とＨｉｇｈ（＋４．７Ｖ）である期間のΔＶ２の差が大きいほど、本発明の効果は大
きくなる。これにはデータ線スイッチ４５１－１～１９２０を構成するｐチャネル型トラ
ンジスタ及びｎチャネル型トランジスタのゲート電極・ドレイン電極間容量（Ｃｇｄ）が
大きくなる方が良い。この実現手段として、例えばデータ線スイッチ４５１－１～１９２
０を構成するｐチャネル型トランジスタ及びｎチャネル型トランジスタをＧＯＬＤＤ（Ga
te Overlapped Lightly Doped Drain）構造やボトムゲート構造などのゲート電極・ドレ
イン電極間容量（Ｃｇｄ）が大きい電界効果型トランジスタで構成するなどすればよい。
　またさらに、図９に示すデータ線駆動回路３０２’のように、データ線スイッチ４５１
’－１～１９２０を構成するｎチャネル型トランジスタのゲート電極・ドレイン電極間に
第１の補助容量４５３－１～１９２０を付加し、データ線スイッチ４５１’－１～１９２
０を構成するｐチャネル型トランジスタのゲート電極・ドレイン電極間に第２の補助容量
４５４－１～１９２０を付加することで一層の効果を得るように構成してもよい。なお、
図９におけるその他の構成要素は図７と相違ないので同じ記号を付与することで説明は省
略する。また、アクティブマトリクス基板装置についてもデータ線駆動回路３０２とデー
タ線駆動回路３０２’を置き換える以外は図２で説明したアクティブマトリクス基板装置
となんら相違ないので説明は省略する。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、ＴＮモードではなく垂直配向モ
ード（ＶＡモード）、横電界を利用したＩＰＳモード、フリンジ電界を利用したＦＦＳモ
ードなどの液晶表示装置に利用しても構わない。また、全透過型のみならず全反射型、反
射透過兼用型であっても構わない。また、デマルチプレクサ型のデータ線駆動回路ではな
く、アナログ順次駆動方式やＤＡＣをガラス基板上に内蔵したデータ線駆動回路方式であ
っても構わない。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】液晶表示装置の斜視構成図。
【図２】アクティブマトリクス基板の構成図。
【図３】アクティブマトリクス基板の画素回路図。
【図４】電子機器の実施形態を示すブロック図。
【図５】走査線駆動回路の実施形態を示す回路図。
【図６】走査線駆動回路のタイミングチャート。
【図７】データ線駆動回路の実施形態を示す回路図。
【図８】データ線駆動回路のタイミングチャート。
【図９】データ線駆動回路の別実施形態を示す回路図。
【符号の説明】
【００４０】
　１０１…アクティブマトリクス基板、２０１…走査線、２０２…データ線、３０１…走
査線駆動回路、３０２…データ線駆動回路、３０４…電源回路、３０５…レベルシフト回
路、４０１…画素スイッチング素子、４０２…画素電極、４５１…データ線スイッチ（ス
イッチ回路）、９１０…液晶表示装置、９２１…駆動ＩＣ。
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